
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品が実装され 複数の第１の配線基板をその厚み方向に 積層配置することに
より形成された半導体集積回路装置において、
　各上記第１の配線基板の周端部の所定位置にそれぞれ１つ又は複数形成された信号入出
力用の第１の電極と、
　

　 各上記第１の配線基板を、
第１の配線基板間の絶縁を保ちながら する

と、
　積層配置され 各上記第１の配線基板の周側面を覆うように配置され
、各上記第１の配線基板の各上記第１の電極にそれぞれ対応した位置に第２の電極が設け
られると共に、当該各上記第２の電極のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電
気的に接続された第２の配線基板
　 具え とを特徴とする半導体集積回路装置。
【請求項２】
　最上段に配置された上記第１の配線基板の上部に上記絶縁 を介して配置された放
熱部材を具える
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。
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た 順次

積層配置される各上記第１の配線基板のうち、最下段に配置される上記第１の配線基板
の所定面に複数形成された所定形状の外部接続用電極と、

積層配置された 各上記第１の電極及び各上記外部接続用電極
が露出するように、各上記 一体に封止 絶縁性樹
脂

、一体に封止された

と
を るこ

性樹脂



【請求項３】
　各上記第１の電極は、凹状に形成され、
　各上記第２の電極は、凸状に形成された
　ことを特徴とする請求項１に記載の半導体集積回路装置。
【請求項４】
　電子部品が実装された 第１の配線基板がその厚み方向に 積層配置されてなる
半導体集積回路装置の製造方法において、
　各上記第１の配線基板の周端部に１つ又は複数の信号入出力用の第１の電極をそれぞれ
形成する第１の工程と、
　 各上記第１の配線基板のうち、最下段に配置される上記第１の配線基板
の所定面に所定形状の外部接続用電極を１つ又は複数形成すると共に、

各上記外部接続用電極及び各
上記第１の配線基板の各上記第１の電極が露出するよう 上記第１の配線基板 の絶縁
を保ちながら する第２の工程と、
　一体 された各上記第１の配線基板の周側面を覆うように、各上記第１の配線基板
の各上記第１の電極にそれぞれ対応させて複数の第２の電極が設けられ

た第２の配線基
板を配置することにより各上記第１の配線基板間を電気的に接続する第３の工程と
　を具えることを特徴とする半導体集積回路装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【目次】
以下の順序で本発明を説明する。
産業上の利用分野
従来の技術（図９及び図１０）
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
作用
実施例
（１）半導体集積回路装置の構成（図１～図３）
（２）半導体集積回路装置の製造工程（図４～図６）
（３）実施例の動作
（４）実施例の効果
（５）他の実施例（図７及び図８）
発明の効果
【０００２】
【産業上の利用分野】
本発明は半導体集積回路装置及び半導体集積回路装置の製造方法に関し、例えば電子部品
が実装された配線基板をその厚み方向に一体に複数積層配置されてなる半導体集積回路装
置及びその製造方法に適用して好適である。
【０００３】
【従来の技術】
従来、この種の半導体集積回路装置として、図９及び図１０に示すように構成されたもの
がある。
例えば図９に示す半導体集積回路装置１では、電子部品２が実装されてなる配線基板３を
この配線基板３の厚み方向（以下、これを単に厚み方向と呼ぶ）に複数積層配置すると共
に、これら各配線基板３の周側面に厚み方向に延びる複数の  I/Oピン４を所定間隔に配設
することにより構成されている。
【０００４】
この場合各配線基板３の周端部には、各周端面にそれぞれ沿つて複数の電極５が配設され
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複数の 順次

積層配置される
各上記第１の配線

基板を、上記厚み方向に順次積層配置して絶縁性樹脂により
に各 間

一体に封止
に封止

、かつ当該各第２
の電極のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電気的に接続され



ると共に、これら各配線基板３の各電極５は対応するもの同士が対応する  I/Oピン４を介
して電気的及び物理的に接続されており、これにより各配線基板３がこれら各  I/Oピン４
によつて電気的及び物理的に一体化されている。
また各  I/Oピン４は、その先端部が最下段の配線基板３の下側面よりも下方向に突出する
ように長さが選定されている。
これによりこの半導体集積回路装置１では、各  I/Oピン４の先端部をそれぞれ基板の対応
する電極に固定するようにして基板上に実装することができると共に、これら各  I/Oピン
４をそれぞれ介して外部からの信号を入出力させることができ、かくして各配線基板３上
にそれぞれ実装された各電子部品２を動作させ得るようになされている。
【０００５】
一方図１０の半導体集積回路装置６においては、電子部品７が実装されてなる配線基板８
をこの配線基板８の厚み方向に複数積層配置すると共に、各配線基板８の複数の電極（図
示せず）を全て同一端面側に設け、これら各電極からそれぞれ外方向に突出するように複
数の  I/Oピン９を所定間隔に配設することにより構成されている。
これにより半導体集積回路装置６では、これら各  I/Oピン９を介して外部から信号を入出
力させることによつて各配線基板８に実装された各電子部品を動作させ得るようになされ
ている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところでかかる構成の半導体集積回路装置１においては、高集積化による回路規模の増加
に伴い各  I/Oピン４を増加させようとした場合、これら各  I/Oピン４の配設間隔をさらに
狭間隔にすることは技術的に困難であり、このため各配線基板３を大きくしなければなら
ない問題がある。
さらにこの種の半導体集積回路装置１は、各  I/Oピン４の増加に伴いこの各  I/Oピン４間
の接続箇所が増えるため、接続作業が煩雑になる問題がある。
【０００７】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、より小型化及び高密度化し得る半導体集積
回路装置及び半導体集積回路装置の製造方法を提案しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、電子部品が実装された複数の第１の配線
基板をその厚み方向に順次積層配置することにより形成された半導体集積回路装置におい
て、各第１の配線基板の周端部の所定位置にそれぞれ１つ又は複数形成された信号入出力
用の第１の電極と、積層配置される各第１の配線基板のうち、最下段に配置される第１の
配線基板の所定面に複数形成された所定形状の外部接続用電極と、積層配置された各第１
の配線基板を、各第１の電極及び各外部接続用電極が露出するように、各第１の配線基板
間の絶縁を保ちながら一体に封止する絶縁性樹脂と、積層配置され、一体に封止された各
第１の配線基板の周側面を覆うように配置され、各第１の配線基板の各第１の電極にそれ
ぞれ対応した位置に第２の電極が設けられると共に、当該各第２の電極のうち、対応する
もの同士が導体パターンにより電気的に接続された第２の配線基板とを設けるようにした
。
【０００９】
【作用】
　従つて本発明では、積層配置した各第１の配線基板の各第１の電極のうち、対応するも
の同士を第２の配線基板の第２の電極及び導体パターンを介して電気的に接続した状態で
当該各第１の配線基板を第２の配線基板と共に一体化することができる。
【００１０】
【実施例】
以下図面について、本発明の一実施例を詳述する。
【００１１】
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（１）半導体集積回路装置の構成
図１（Ａ）及び（Ｂ）において、１０は全体として実施例による半導体集積回路装置を示
し、本体部１１と、フレキシブル配線基板１２とで構成されている。
本体部１１においては、電子部品１３（例えば ICチツプ）が実装された多層配線基板１４
をその厚み方向に複数積層配置し、これら各多層配線基板１４をエポキシ樹脂１５で一体
に封止することにより形成されている。この場合各多層配線基板１４の各周側面には、そ
れぞれ信号入出力用の端子１６が複数設けられている。
【００１２】
　一方フレキシブル配線基板１２においては、その内側面に各多層配線基板１４の各端子
１６にそれぞれ対応させて複数の電極１７が設けられると共に、これら各電極１７のうち
対応するもの同士が導体パターンにより電気的に接続されるように形成されている。
　この場合フレキシブル配線基板１２は、本体部１１の周側面に、この周側面を一周に亘
つて覆うように、かつ各電極１７がそれぞれ本体部１１の対応する各端子１６と接触する
ように熱圧着等の手法により固着されている。
　かくしてこの半導体集積回路装置１０では、各多層配線基板１４の各端子１６とフレキ
シブル配線基板１２の対応する各電極１７とが電気的に接続されることにより、このフレ
キシブル配線基板１２を介して各多層配線基板１４の対応する各端子１６同士の導通をと
ることができるようになされている。
【００１３】
さらに本体部１１の下側面を形成する最下段の多層配線基板１４の下面には、複数の外部
接続用電極１８がそれぞれ対応する位置に突出形成されていると共に、これら各外部接続
用電極１８がそれぞれこの多層配線基板１４の対応する各端子１６と図示しない導体パタ
ーンを介して電気的に接続されている。
かくして半導体集積回路装置１０では、これら各外部接続用電極１８をそれぞれ図示しな
い基板の対応する電極に接合することによりこの基板上に所定状態に実装することができ
ると共に、この状態において各多層配線基板１４がフレキシブル配線基板１２及び各外部
接続用電極１８を介して基板から信号を入力し、又は信号を出力し得るようになされてい
る。
【００１４】
この実施例の場合、各多層配線基板１４の各端子１６は、図２に示すように、スルーホー
ルの手法を用いて各多層配線基板１４の対応する周端部を半円柱形状に切り欠き、この半
円柱形状の切り欠きの内周面に導電性金属膜１６Ａを付着させることにより形成されてい
る。
一方フレキシブル配線基板１２の各電極１７は、図３（Ａ）、（Ｂ）に示すように、各端
子１６の凹形状に対して挿着できるようにはんだ等によつて突出形状に形成され（図３（
Ａ））、さらにこれら各電極１７のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電気的
に接続されている（図３（Ｂ））。
【００１５】
かくして半導体集積回路装置１０では、フレキシブル配線基板１２の内側面を本体部１１
の周側面に接触するように配置することによつて、各電極１７がそれぞれ対応する各多層
配線基板１４の各端子１６と嵌合することにより、本体部１１に対するフレキシブル配線
基板１２の位置合わせを容易に行い得るようになされている。
【００１６】
またこの実施例の場合、電子部品１３を多層配線基板１４上に実装させる実装方法として
は、フリツプチツプ接合が用いられている。
さらに外部接続用電極１８は、ボールグリツドアレイで用いられているように球状の電極
（以下、これをバンプと呼ぶ）により形成されるようになされている。
【００１７】
（２）半導体集積回路装置の製造工程
ここで、実際上この半導体集積回路装置１０は、図４（Ａ）～図６に示す以下の手順によ
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り製造することができる。
すなわち、まず図４（Ａ）に示すように、電子部品１３が実装された複数の多層配線基板
１４のなかから１つの多層配線基板１４の底面の所定位置に、はんだ等でなるバンプを突
出形成することにより複数の外部接続用電極１８を形成する。
【００１８】
次いで図４（Ｂ）に示すように、各多層配線基板１４を、底面に外部接続用電極１８が形
成された多層配線基板１４が最下段に位置するように、かつ各多層配線基板１４がそれぞ
れ所定間隔を介してその厚み方向に順次位置するように固定保持した後、最上段の多層配
線基板１４を除く各多層配線基板１４上にそれぞれ実装された各電子部品１３上にエポキ
シ樹脂等でなる接着剤１９を塗布することにより、各多層配線基板１４を仮固定する。
【００１９】
続いて図５（Ａ）に示すように、最下段に配置された多層配線基板１４の底面が露出する
ように、エポキシ樹脂１５によつてこれら各多層配線基板１４を一体に封止（以下これを
モールドと呼ぶ）し、次いでエポキシ樹脂１５が硬化した後に周側面を研磨することによ
り図５（Ｂ）に示すように、これら各多層配線基板１４の周側面にそれぞれ形成された複
数の端子１６を露出させるようにして本体部１１を形成する。
【００２０】
続いて図６に示すように、本体部１１の周側面に、各端子１６にそれぞれ対応させて電極
１７が形成されたフレキシブル配線基板１２を配置すると共に、その後このフレキシブル
配線基板１２を熱圧着等の手法により固着することにより、各端子１６と各電極１７を接
続させるようにして半導体集積回路装置１０を形成する。
かくしてこの製造手順によつて各多層配線基板１４の各端子１６とフレキシブル配線基板
１２の対応する各電極１７とが電気的に接続され、さらにこのフレキシブル配線基板１２
を介して各多層配線基板１４の対応する各端子１６同士の導通をとることができるように
なされた半導体集積回路装置１０を形成できる。
【００２１】
（３）実施例の動作
以上の構成において、この半導体集積回路装置１０では、まず電子部品１３が実装された
複数の多層配線基板１４のなかから１つの多層配線基板１４の底面に複数の外部接続用電
極１８を形成し（図４（Ａ））、次いで各多層配線基板１４を、底面に外部接続用電極１
８が形成された多層配線基板１４が最下段に位置し、かつ各多層配線基板１４がそれぞれ
所定間隔を介してその厚み方向に順次位置するように固定保持した後、最上段の多層配線
基板１４を除く各多層配線基板１４上にそれぞれ実装された各電子部品１３上に接着剤１
９を塗布することにより、各多層配線基板１４を仮固定する（図４（Ｂ））。
【００２２】
続いてエポキシ樹脂１５によつてこれら各多層配線基板１４を一体にモールドし（図５（
Ａ））、次いでこれら各多層配線基板１４の周側面にそれぞれ形成された各端子１６を露
出させて本体部１１を形成する（図５（Ｂ））。
続いて本体部１１の周側面に、フレキシブル配線基板１２を配置して固着することにより
、各端子１６と各電極１７を接続して半導体集積回路装置１０を形成する（図６）。
【００２３】
この場合この半導体集積回路装置１０では、周側面にフレキシブル配線基板１２を配置さ
せることによつて積層配置された各多層配線基板１４間を導通させるようにすることによ
り、各多層配線基板１４間を接続するための配線が短かくでき、かくしてこの配線の高周
波特性を向上させることができる。
【００２４】
またこのフレキシブル配線基板１２を用いるようにしたことにより、各多層配線基板１４
間を容易に接続できるため、接続時間が従来に比べて短縮でき生産性を向上させることが
でき、かくして各多層配線基板１４が増えても同様に容易に各多層配線基板１４間を接続
することができる。
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【００２５】
さらに各多層配線基板１４の周側面にスルーホールによつて各端子１６を形成させるよう
にしたことにより、この各端子１６の形成間隔を従来の  I/Oピンに比べて狭く形成でき、
かくして高集積化に伴い回路規模が増加しても各多層配線基板１４を大きくさせることを
必要とせずに各端子１６を増加させることができる。
【００２６】
（４）実施例の効果
以上の構成によれば、半導体集積回路装置１０において、周側面に複数の端子１６が設け
られ、かつ電子部品１３が実装されてなる多層配線基板１４をこの厚み方向に複数積層配
置してエポキシ樹脂１５で一体に封止し、さらに最下段に配置された多層配線基板１４の
底面に外部接続用電極１８が形成された本体部１１の周側面を一周に亘つて覆うように、
各多層配線基板１４の各端子１６にそれぞれ対応した位置に複数の電極１７が設けられる
と共に、これら各電極１７のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電気的に接続
されたフレキシブル配線基板１２を配置したことにより、各多層配線基板１４の各端子１
６のうち、対応するもの同士を電気的に接続することができ、かくしてより小型化及び高
密度化し得る半導体集積回路装置及び半導体集積回路装置の製造方法が実現できる。
【００２７】
（５）他の実施例
なお上述の実施例においては、積層配置された各多層配線基板１４をモールドした後に周
側面にフレキシブル配線基板１２を配置させるようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、各多層配線基板１４を接着剤１９に
よつて仮固定させ、次いで周側面にフレキシブル配線基板１２を配置させた（図７（Ａ）
）後に、モールドする（図７（Ｂ））ようにしても良い。
【００２８】
また上述の実施例においては、本体部１１の上面がエポキシ樹脂１５となるようにモール
ドさせるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図８に示すように、
本体部１１の上面のエポキシ樹脂上にアルミ等の放熱性の良い金属板２０を配置させるよ
うにしても良く、これにより半導体集積回路装置１０の放熱特性を向上させることができ
る。
【００２９】
さらに上述の実施例においては、各第１の配線基板の周端部の所定位置にそれぞれ１つ又
は複数形成された信号入出力用の第１の電極として、半円柱形状に切り欠いた形状に形成
された端子１６を用いるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、三角
柱形状の切り欠き等の種々の形状でなる第１の電極を用いるようにしても良い。
【００３０】
さらに上述の実施例においては、各第１の配線基板を、当該各第１の配線基板間の絶縁を
保ちながら保持する保持手段として、エポキシ樹脂を用いるようにした場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、要は各第１の配線基板を、当該各第１の配線基板間の絶縁
を保ちながら保持し得れば種々の保持手段を用いるようにしても良い。
【００３１】
さらに上述の実施例においては、積層配置された各第１の配線基板の周側面を覆うように
配置され、各第１の配線基板の各第１の電極にそれぞれ対応した位置に第２の電極が設け
られると共に、当該各第２の電極のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電気的
に接続された第２の配線基板として、フレキシブル配線基板１２を用いるようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、本体部１１の各周端面毎に配置されるように
した多層配線基板等の種々の配線基板を用いるようにしても良い。
【００３２】
さらに上述の実施例においては、各第１の配線基板のうち、最下段に配置された第１の配
線基板の所定面の所定位置に複数形成された所定形状の外部接続用電極として、はんだ等
を突出形成してなる外部接続用電極１８を用いるようにした場合について述べたが、本発
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明はこれに限らず、種々の形状及び導電性材料でなる外部接続用電極を用いるようにして
も良い。
【００３３】
さらに上述の実施例においては、各多層配線基板１４上に実装された複数の電子部品１３
をフリツプチツプ接合によつて接合させるようにした場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、実装対象の電子部品１３が ICチツプの場合にはワイヤボンデイング法又は  T
AB（ Tape Automated Bonding）法等でも良く、さらに電子部品１３が  QFP(Quad Flat Pac
kage）型半導体集積回路等の半導体集積回路の場合には、これら半導体集積回路の複数の
端子をはんだによつて基板に接続する方法等、実装対象の電子部品１３の種類等に応じて
種々の接続方法を用いるようにしても良い。
【００３４】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、周端部の所定位置にそれぞれ１つ又は複数の信号入出力
用の第１の電極が形成された各第１の配線基板のうち、所定面の所定位置に所定形状の外
部接続用電極が複数形成された第１の配線基板を最下段に配置してこれら各第１の配線基
板をその厚み方向に順次積層配置し、絶縁性樹脂によりこれら各第１の配線基板間の絶縁
を保ちながら一体に封止し、その積層配置した各第１の配線基板の周側面を覆うように、
各第１の電極にそれぞれ対応した位置に第２の電極が設けられると共に、これら各第２の
電極のうち、対応するもの同士が導体パターンにより電気的に接続された第２の配線基板
を配置するようにしたことにより、積層配置した各第１の配線基板の各第１の電極のうち
、対応するもの同士を第２の配線基板の第２の電極及び導体パターンを介して電気的に接
続した状態で当該各第１の配線基板を第２の配線基板と共に一体化することができ、かく
してより小型化及び高密度化し得る半導体集積回路装置及び半導体集積回路装置の製造方
法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例による半導体集積回路装置の構成を示す概略図である。
【図２】各多層配線基板の周側面に形成された端子を示す概略図である。
【図３】各多層配線基板間を導通させるためのフレキシブル配線基板を示す概略図である
。
【図４】本発明の一実施例による半導体集積回路装置の製造工程を示す概略図である。
【図５】本発明の一実施例による半導体集積回路装置の製造工程を示す概略図である。
【図６】本発明の一実施例による半導体集積回路装置の製造工程を示す概略図である。
【図７】他の実施例による半導体集積回路装置の製造工程を示す概略図である。
【図８】他の実施例による半導体集積回路装置の構成を示す概略図である。
【図９】従来の半導体集積回路装置の構成を示す概略図である。
【図１０】従来の半導体集積回路装置の構成を示す概略図である。
【符号の説明】
１、６、１０……半導体集積回路装置、２、７、１３……電子部品、３、８、……配線基
板、４、９…… I/O ピン、５、１７……電極、１１……本体部、１２……フレキシブル配
線基板、１４……多層配線基板、１５……エポキシ樹脂、１６……端子、１６Ａ……導電
性金属膜、１８……外部接続用電極、１９……接着剤、２０……金属板。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ８ 】

【 図 ７ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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